
RECUBRIMIENTOS MBE 

CORAZÓN: CELDA DE EFUSION
(+ fuentes sólidas)
(+ fuentes de plasma de nitrógeno/ hidrógeno)

BAJA PRESIÓN: 10-11 Torr (con vacío criogénico)

Presión durante crecimiento: 10-8 to 10-7 Torr



RECUBRIMIENTOS MBE 
MBE de fuentes sólidas
MBE de fuentes gaseosas

TÉCNICAS HÍBRIDAS
MBE metalorgánico
CBE - MOCVC



RECUBRIMIENTOS LPE 



RECUBRIMIENTOS OTROS

ELECTRODEPOSICIÓN

SPINNING



RECUBRIMIENTOS COMPARATIVAS 

LPE
Ventajas: barato, crecimiento en equilibrio, gran calidad capas, baja toxicidad.
Desventajas: complicado hacer multicapas, control limitado del espesor y la 
uniformidad, limitación materiales, difícil de escalar.

VPE
Ventajas: alta pureza, baja toxicidad.
Desventajas: complejo, control limitado del espesor y la uniformidad.

MOCVD
Ventajas: control espesor, rápido, versátil, variedad de materiales.
Desventajas: gases tóxicos, control limitado de la uniformidad.

MBE
Ventajas: técnica de haz, monitorización in-situ, control 
de espesor hasta la monocapa.
Desventajas: lento, caro, mantenimiento UHV.



RECUBRIMIENTOS CVD 

Frank-Van der Merwe
(layer growth; ideal epitaxy):

Stranski-Krastanov
(layers + islands):



1.1. Obleas: tratamientos y recubrimientos
-Obleas

-Recubrimientos

-Dopados por difusión e implantación

-Recocidos



Dos métodos de dopado: Difusión e implantación iónica 
(más versátil y menos coste)

Difusión

Ejemplo (Si): Se colocan las obleas en el interior 
de un horno a través del cual se hace pasar un gas 
inerte que contenga el dopante deseado. 

T entre 800º y 1200º C

Para Si tipo P el dopante más usual es el Boro y para tipo N se usa el Arsénico 
y Fósforo. 

Para GaAs el dopante n típico es Si y el tipo p el Be.

La solubilidad depende de la temperatura del proceso.

DOPADOS difusión 



a) Con fuente ilimitada: se mantiene la misma concentración de impurezas durante el proceso

b) Con fuente limitada: se parte de una concentración inicial y no se añaden mas dopantes

Se suelen usar los dos métodos uno seguido del otro. 

La concentración de dopante disminuye monótonamente a medida que se aleja de la superficie.

La técnica de difusión tiene el problema de que las impureza se difunden lateralmente

DOPADOS difusión 
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Intercambio de Iones

DOPADOS difusión 



Implantación iónica

- Se ionizan las impurezas

- Se aceleran y adquieren alta energía

- Se introducen en el material con el ángulo adecuado

- Se somete la oblea a un recocido para reordenar al estructura

Se obtiene un buen control de la profundidad y dopado

DOPADOS Implantación 

(a) Esquema
(b) Distribución de iones 

implantados para
diferentes voltajes de aceleración.



FIB: Haces de Iones Focalizados
(no necesita máscaras --- más caro)

DOPADOS Implantación 

Guía de onda fabricada 
por implantación FIB

distribución de intensidad 
de luz para el modo 
transversal de la guía.



1.1. Obleas: tratamientos y recubrimientos
-Obleas

-Recubrimientos

-Dopados por difusión e implantación

-Recocidos



RECOCIDOS RTA 



RECOCIDOS RTA 



RECOCIDOS RTA 




